
FF Fig.1 Schematic illustration of 
 fabricated organic TFTs (a) 

and photograph of the inverter 
circuit (b). 

FF Fig.2 Characteristics of organic TFT. 

 

FF Fig.3 Output behavior when the 

signal changes from low to high 

(a), or changes from high to low 

(b), at VDD =20 V. 
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【はじめに】印刷法でのデバイス作製が可能な有機薄膜トランジスタ(OTFT)は、低温で大面積の

デバイスを作製可能であることから活発な研究が行われている。本研究では、インクジェット法

で形成するソース・ドレイン銀電極のチャネル長を小さくすることで印刷有機インバータ回路を

作製し、高速動作を達成したので報告する。 

【実験】ガラス基板上に Alを 30 nm真空蒸着しゲート(G)電極を形成した。その基板上に、ゲー

ト絶縁膜として架橋ポリビニルフェノール(PVP)400~450 nm をスピンコートで成膜した。ソー

ス・ドレイン (SD)電極に銀ナノ粒子インク (ハリマ化成：NPS-JL)をインクジェット装置

(FUJIFILM：DMP-2800)によりパターニング後、120
 o
C で焼成した。自己組織化単分子(SAM)膜と

してペンタフルオロベンゼンチオール(PFBT)を浸漬法により成膜した[1]。有機半導体層パターニ

ングのための隔壁層を印刷した後、最後に、有機半導体（lisicon
® 

S1200, Merck）をドロップキャ

スト法にて成膜し、OTFT を作製した(Fig.1(a))。この p型 OTFT を 2つ組み合わせることによって

ダイオード型インバータ回路を作製した(Fig.1(b))。 

【結果と考察】作製したOTFTのチャネル幅とチャネル長はそれぞれ 2143 µmと 5.4 µmであった。

また、トランジスタ特性は 20 V駆動での飽和領域における移動度は 0.71 cm
2
/Vs、閾値は-0.76 V

と短チャネル構造であるにも関わらず高い移動度を得ることができた(Fig.2)。この OTFT を用い

たインバータ回路の動特性を測定した結果、立ち上がり時間 13 µs(Fig.3(a))、立ち下がり時間 48 

µs(Fig.3(b))の良好なインバータ特性を得ることができた。この応答時間から見積もられる動作周

波数は 16 kHzであり、印刷電極及び塗布系半導体を用いた有機トランジスタとしては非常に高い

値である。当日は、SD 電極と G電極間の寄生容量の影響についても報告する。 
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